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    １．概要（Summary） 本研究ではスケール効果とアレイ化による静電容量型加速度センサの高感度化を提案し，従来の 1/10 サイズである80 µm角のセンサの10×10アレイ作製した．この際，
500 nmの電極ギャップと300 nmの幅の支持梁を有する
Si の構造を，深さ 5 µm で作製した． 

 ２．実験（Experimental） 【利用した主な装置】 ・大面積超高精度電子線描画装置(装置No:A15) ・深堀りドライエッチング装置(装置No:B8-2) 【実験方法】 プロセスフローを Fig.1に示す．はじめに大面積超高精度電子線描画装置を用いて SOI ウエハ上にレジストをパターニングした．レジストは NEB22A(原液)を使用し，ドーズは 24 µC/cm2とした．パターニング後 Cr マスクをリフトオフにより形成し，深堀りドライエッチング装置で Si をエッチングした．レシピは低スキャロプスの標準レシピを用い，250サイクル繰り返した．エッチングレートは約 20 nm/cycleである． 
 

Fig. 1  Fabrication flow. 

 ３．結果と考察（Results and Discussion） パターニングされたレジストを Fig.2 に示す．また，Si をエッチングした後のユニットセンサと，電極及び支持梁の断面を Fig.3 に示す．図 2 に示すとおり，500 nm の電極ギャップをパターニングできた．誤差は最大でも 20 nm程度であった．また，Fig.3 より，500 nm の電極ギャップと
300 nm 幅の支持梁を有する構造を，深さ 5 µm で作製できたことがわかる．  

 

Fig. 2  SEM images of patterned resist; (a) unit 

accelerometer, (b) enlarged view of electrodes. 

 

Fig. 3 SEM images of the accelerometer; (a) bird’s 

eye view of unit accelerometer, (b) cross section of 

spring and electrodes. 
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